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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung organisches polymeres Einbettungsmaterial und 
Halbleitervorrichtung 

(57) Es werden vorgesehen ein Herstellungsverfahren einer 
Halbleitervorrichtung durch die Benutzung ejnes organi- 
schen polymeren Materials, wobei das Material eine 
uberlegene Einbettungseigenschaft aufweist, die das 
gleichformige Einbetten ohne Hinblick auf die Dichte von 
Lochmustern ermoglicht und eine hone Atzrate realisiert, 
ein Einbettungsmaterial zur Benutzung mit dem Verfah- 
ren und einer Halbleitervorrichtung. Ein organisches po- 
lymeres Material kann in die Lochmuster mit einer gleich- 
formigen Hohe unabhangig von der Dichte der Lochmu- 
ster durch mehrmaliges Beschichten des Materials einge- 
bettet werden. Weiter wird ein organischer polymerer 
Materialfilm (20), der zum Einbetten in Lochmuster be- 
nutzt wird und von dem die Pigmentkomponente ausge- 

■ schlossen wird, gebildet, so daft die Atzrate des organi- 
i schen polymeren Fil mes (30) vergrofcert wird. Mittels des 

■ Anbringens des organischen Antireflexionsmaterialfil- 
mes (32) uber dem organischen polymeren Materialfilm 
(30) kann ein Film gleichformiger Hohe durch mehrere 
Stufen oder Schritte erzielt werden. Die Verbindungsgra- 
ben, die keine Uberlegung fur die Lochmuster benotigen, 
werden zuerst gebildet. Als Resultat konnen Verbindungs- 
grabenmuster gebildet werden, die mit Verbindungsma- 
terial zu bestucken sind, und die Lochmuster zum elektri- 
schen Verbinden der Verbindungen mit einem niedrige- 
ren leitenden Film konnen gebildet werden. 
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[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein 
Herstellungsverfahren fur eine Halbleitervorrichtung, sie 
bezieht sich auf ein organisches poly meres Einbettungsma- 
terial zur Benutzung mit dem Herstellungsverfahren, und sie 
bezieht sich auf eine Halbleitervorrichtung. Insbesondere 
bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Herstellungs- 
verfahren einer Halbleitervorrichtung, die eine obere lei- 
tende Schicht, die auf eine untere leitende Schicht gelegt ist, 
wobei eine isolierende Schicht daz wise hen eingeschlossen 
ist, Lochmuster zum elektrischen Verbinden der oberen und 
der unteren leitenden Schicht, das in der isolierenden 
Schicht gebildet ist, aufweist, auf ein Einbettungsmaterial 
zur Benutzung mit diesem Verfahren und auf eine Halblei- 
tervorrichtung. 

[0002] In Zusammenhang mit der kurzlichen Zunahme 
der Packungsdichte und der Betriebsgeschwindigkeit einer 
Halbleitervorrichtung wird eine Abnahme des Widerstandes 
des fur Verbindungsmuster benutzten Materiales (hier im 
folgenden oft auch als "Verbindungsmateriar bezeichnet) 
wichtiger. Aus diesem Grund ist eine Mehrzahi von Verbin- 
dungsmaterialien entwickelt worden, und Trockenatzen von 
einigen Verbindungsmaterialien ist schwierig. Aus diesem 
Grund wird ein ProzeB eines Einbettens von Verbindungs- 
material in ein Verbindungsgrabenmuster verwendet, das in 
einem Isolations film vorher gebildet worden ist, als auch in 
Locher zum elektrischen Verbinden des Verbindungsgra- 
benmusters und eines unteren leitenden Filmes. 
[0003] Bei dem oben beschriebenen ProzeB werden Loch- 
muster eines Resists/Photolackes gewohnlicherweise in ei- 
nem Isolationsfllm durch Photolithographie gebildet, und 
Lochmuster werden in einem Isolationsfllm mittels Atzens 
gebildet. Ein organisches poly meres/poly merisches Mate- 
rial, das als ein Antireflexionsfllm dient, wird auf den Isola- 
tionsfllm zum Bilden einer einzelnen Schicht aufgebracht. 
Die Lochmuster werden mit dem organischen polymeren 
Material vergraben, wodurch eine Beschadigung an einem 
unteren leitenden Film verhindert wird, der unter den Loch- 
mustern liegt, was sonst durch Atzen wahrend des vorange- 
henden Prozesses verursacht wiirde. 

[0004] Verbindungsgrabenmuster eines Resists werden 
auf den gesamten Mustern mittels der Photolithographie- 
technik gebildet, und Verbindungsgrabenmuster werden in 
dem Isolationsfllm mittels Atzens gebildet. Zu dieser Zeit 
konnen die Lochmuster zum elektrischen Verbinden der 
Verbindungsgrabenmuster und des unteren leitenden Filmes 
in dem Isolierfiim gebildet werden, indem eine Atztiefe ge- 
steuert wird. Der oben beschriebene herkdmmliche ProzeB 
des Vergrabens der Lochmuster mit organischem polymeren 
Material, das als ein Antireflexionsfllm dient, hangt von der 
Dichte der Lochmuster ab. Daher unterscheiden sich dichte 
Lochmuster von diinnen Lochmustern in dem Grad des Ein- 
bettens. Da das organische poly mere Material als ein Antire- 
flexionsfllm dient, wird das organische poly mere Material 
mit einer niedrigen Rate geatzt. Zu der Zeit des Atzens eines 
Isolationsfilmes zum Bilden von Verbindungsgrabenmu- 
stern treten zaunartige Atzreste in den Kanten der Lochmu- 
ster auf. 

[0005] Die vorliegende Erfindung ist entwickelt worden 
zum Losen des vorangehenden Problemes, und es ist Auf- 
gabe der Erfindung, ein Herstellungsverfahren einer Halb- 
leitervorrichtung unter Benutzung eines anorganischen po- 
lymeren Materiales vorzusehen, wobei das Material eine 
uberlegene Einbettungseigenschaft aufweisen soil, die 
gleichformige Einbettung ohne Beriicksichtigung der Loch- 
muster ermoglicht und eine hohe Atzrate realisiert. Die Auf- 
gabe ist auch gerichtet auf ein Einbettungsmaterial zur Be- 



nutzung mit diesem Verfq^^kSchiieBtich ist die Aufgabe 
gerichtet auf eine Halbleitl^^ichtung. 
[0006] Diese Aufgabe wird gelost durch ein Herstellungs- 
verfahren einer Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1. 

5 [0007] GemaB diesem ersten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung vorgesehen, mit den Schritten: Bilden von Loch- 
mustern in einem Isolationsfllm, der zwischen einem oberen 
leitenden Film und einem unteren leitenden Film einge- 

to schlossen ist, zum elektrischen Verbinden des oberen und 
des unteren leitenden Filmes; einer Beschichtung des An- 
bringens mehrerer Male eines organischen polymeren Ein- 
bettungsmateriales, das zum gleichformigen Einbetten der 
Lochmuster benutzt wird; Beschichten von Resist iiber dem 

15 organischen polymeren Einbettungsmaterialfilm; Bildung 
eines Resistmusters des Biidens eines Resistmusters, das 
zum Einbetten von Verbindungsgraben mit Verbindungsma- 
terial benutzt wird, in dem Resist durch Belichten; Atzen ei- 
nes Atzen des organischen polymeren Einbettungsmaterial- 

20 filmes und des Isolationsfilmes eine vorbestimmte Zahl von 
Malen, wahrend das Resistmuster als Maske genommen 
wird; und Entfernen des Resistes und des organischen poly- 
meren Einbettungsmateriales, das wahrend des Schrittes des 
Atzens nachgelassen wurde. 

25 [0008] Die Aufgabe wird auch gelost durch ein Herstel- 
lungsverfahren einer Halbleitervorrichtung nach Anspruch 
3. 

[0009] Bei diesem zweiten Aspekt der Erfindung ist ein 
Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung vorgese- 

30 hen mit den Schritten: eine Lochmusterbildung des Biidens 
von Lochmustern in einem Isolationsfllm, der zwischen ei- 
nem oberen leitenden Film und einem unteren leitenden 
Film eingeschlossen ist, zum elektrischen Verbinden des 
oberen und des unteren leitenden Filmes; eine organische 

35 polymere Einbettungsmaterialbeschichtung des Beschich- 
tens eines organischen polymeren Einbettungsmateriales, 
das zum gleichformigen Einbetten der Lochmuster benutzt 
wird; Beschichten eines organischen Antireflexionsfilmes 
iiber dem organischen polymeren Einbettungsmaterialfilm; 

40 Beschichten eines Resists iiber dem organischen Antirefle- 
xionsfllm; Beschichten eines Resistmusters, das zum Ein- 
betten von Verbindungsgraben benutzt wird, mit Einbet- 
tungsmaterial auf dem Resist durch Belichten; Atzens des 
Atzens des organischen Antireflexionsfilmes, des organi- 

45 schen polymeren Einbettung sfilmes und des Isolationsfil- 
mes eine vorbestimmte Zahl von Malen, wahrend das Re- 
sistmuster als Maske genommen wird; und Entfernen des 
Resists, des organischen Antireflexionsfilmes und des orga- 
nischen polymeren Einbettungsmateriales, das in dem 

50 Schritt des Atzens belassen wurde, worin das organische po- 
lymere Einbettungsmaterial nicht die Wellenlange der Be- 
lichtungsstrahlung absorbiert, die zu der Zeit der Bildung 
des Resistmusters benutzt wird, und der organische Antire- 
flexionsfllm die Wellenlange der Belichtungsstrahlung ab- 

55 sorbiert. 

[0010] Die Aufgabe wird auch gelost durch ein Herstel- 
lungsverfahren einer Halbleitervorrichtung nach Anspruch 
4. 

[0011] GemaB diesem dritten Aspekt der vorliegenden Er- 
60 findung ist ein Herstellungsverfahren einer Halbleitervor- 
richtung vorgesehen mit den Schritten: Beschichten eines 
Isolationsfilmes, der auf einen unteren leitenden Film gelegt 
ist, mit Resist; Bilden auf dem Resist durch Belichten eines 
Resistmuster fur Verbindungsgraben; Bilden des Verbin- 
65 dungsgrabenmusters in dem Isolationsfllm mittels Atzens 
des Isolationsfilmes, wahrend das Resistmuster als Maske 
genommen wird; Beschichten eines Anbringens einer Mehr- 
zahi von Malen eines organischen polymeren Einbettungs- 
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materiales, das fur gleichformiges^^fcptten der Lochmu- 
ster benutzt wird; Beschichten eine^^pfsts uber dem orga- 
nischen polymeren Einbettungsmaterialfilm; Lochmuster- 
bildung eines Bildens von Lochmustern in dem Resist durch 
Belichten, wobei die Lochmuster in dem Isolationsfilm zwi- 
schen einem oberen leitenden Film und einem unteren lei- 
tenden Film eingeschlossen sind, zum elektrischen Verbin- 
den des oberen leitenden Filmes und des unteren leitenden 
Filmes; Atzen des Atzens des organischen polymeren Ein- 
bettungsmaterialfilmes und des Isolationsfilmes, wahrend 
die Lochmuster als Masken genommen werden; und Entfer- 
nen des Entfernens des Resists und des organischen polyme- 
ren Einbettungsmateriales, das in dem Atzschritt iibrig ge- 
lassen wurde. 

[0012] Die Aufgabe wird auch gelost durch ein organi- 
sches poly meres Einbettungsmaterial nach Anspruch 11. 
[0013] GemaB diesem vierten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist ein organisches polymeres Einbettungsmate- 
rial zur Benutzung bei dem Herstellungsverfahren einer 
Halbleitervorrichtung gemaB einem der vorangehenden 
Aspekte der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei dem 
das Material nicht die Wellenlange der Belichtungsstrahlung 
absorbiert, die zur Zeit des Bildens des Resistmusters be- 
nutzt wird, und nicht den organischen Antireflexionsfilm 
auflost und nicht in dem Antireflexionsfilm aufgelost wird. 
[0014] Die Aufgabe wird auch gelost durch eine Halblei- 
tervorrichtung nach Anspruch 14. 

[0015] GemaB diesem funften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung ist eine Halbleitervorrichtung vorgesehen, die 
durch das Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrich- 
tung nach einem der vorangehenden Aspekte der vorliegen- 
den Erfindung hergestellt worden ist. 
[0016] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Er- 
findung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von 
Ausfuhrungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figu- 
ren zeigen: 

[0017] Fig, 1(a) bis 1(g) den Querschnittsaufbau der 
Lochmuster, die in einem Halbleitersubstrat gemaB einer er- 
sten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung gebildet 
sind; 

[0018] Fig. 2(a) bis 2(g) den Querschnittsaufbau der 
Lochmuster, die in einem Halbleitersubstrat gemaB einer 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ge- 
bildet sind; 

[0019] Fig. 3(a) bis 3(g) den Querschnittsaufbau der ent- 
sprechenden Lochmuster, die in einem Halbleitersubstrat 
gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung gebildet sind; 

[0020] Fig. 4 eine beispielhafte Pigmentverbindung; das 
heiBt ein gemeinsames Pigmentbei spiel (ein Anthrazenderi- 
vat) fur Belichtungsstrahlung von KrF (248 nm); 
[0021] Fig. 5 eine Antireflexionsfahigkeit relativ zu dem 
Pigmentgehalt, bei der die vertikale Achse die Antireflexi- 
onsfahigkeit darstellt und die horizontale Achse den Pig- 
mentgehalt darstellt; 

[0022] Fig. 6 die Atzrate relativ zu dem Pigmentgehalt, 
worin die vertikale Achse die Atzrate darstellt, und die hori- 
zontale Achse den Pigmentgehalt darstellt; und 
[0023] Fig. 7 einen zaunartigen Rest, der eingefuhrt 
wurde, wenn ein organisches Antireflexionsmaterial fiir 
Einbettungszwecke benutzt wurde. 

[0024] Bei der folgenden Beschreibung der Ausfuhrungs- 
form anhand der Zeichnungen werden die gleichen Bezugs- 
zeichen in den Zeichnungen zum Bezeichnen entsprechen- 
der oder gleicher Komponenten benutzt. 
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[0025] Fig. 1A bis 1G stellen den Querschnittsaufbau der 
Lochmuster dar, die in einem Halbleitersubstrat gemaB einer 

5 ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung gebil- 
det werden. In Fig. 1 A bis 1G bezeichnet das Bezugszeichen 
10 einen unteren leitenden Film; das Bezugszeichen 12 be- 
zeichnet einen Schutzfilm zum Schiitzen des unteren leiten- 
den Filmes 10 zu der Zeit des Atzens der Lochmuster; das 

10 Bezugszeichen 14 bezeichnet einen Isolationsfilm, der auf 
dem Schutzfilm 12 gebildet wird; das Bezugszeichen 16 be- 
zeichnet eine Atzstoppschicht zum Stoppen des Atzens ei- 
nes Verbindungsgrabenmusters; und das Bezugszeichen 18 
bezeichnet eine Isolationsschicht, die auf der Atzstopp- 

15 schicht 16 gebildet wird. Gestrichelte Linie zwischen den 
Bezugszeichen I und II bezeichnen eine Schneidelinie. 
[0026] Wie in Fig. IB gezeigt ist, wird eine organische po- 
ly mere Materialschicht 20 gebildet mittels mehrmaligem 
Anbringen von organischem Polymermaterial zum Vergra- 

20 ben von Lochmustern. Bevorzugt wird die organische poly- 
mere Materialschicht 20 mit einer Dicke von ungefahr 
50 nm bis 1500 nm gebildet. 

[0027] Wie in Fig. 1C gezeigt ist, wird eine organische 
Antireflexionsschicht 22, die eine uberlegenere Einbettei- 

25 genschaft aufweist und deren obere Oberflache von gleich- 
formiger Hone unabhangig davon ist, ob die Lochmuster 
dicht oder weniger dicht sind, gebildet. Die organische An- 
tireflexionsschicht 22 absorbiert Strahlung, die bei dem fol- 
genden Schritt des Bildens eines Resistmusters benutzt 

30 wird. Bevorzugt wird die organische Antireflexionsschicht 
22 mit einer Dicke von ungefahr 50 nm bis etwa 1500 nm 
gebildet. 

[0028] Wie in Fig. ID gezeigt ist, wird Resist 24 fiber der 
organischen Antireflexionsschicht 22 bevorzugt mit einer 

35 Dicke von ungefahr 500 nm bis 1500 nm aufgebracht. Der 
Resist kann mittels Schleuderbeschichten oder einer ahnli- 
chen Technik aufgebracht werden. Das Halbleitersubstrat 
wird einem Backen (oder einer Warmebehandlung) bei ei- 
ner Temperatur von zum Beispiel 80°C bis 15°C wahrend 

40 ungefahr 60 Sekunden unterworfen, wodurch das in dem 
Resist enthaltene Losungsmittei verdampft. 
[0029] Zum Bilden eines Resistmusters fur Verbindungs- 
graben wird das Halbleitersubstrat einer Lichtquelle ausge- 
setzt, deren Wellenlange einer Wellenlange entspricht, bei 

45 der der Resist empfindlich ist, wie I-Linien, ein KrF-Exzi- 
merlaser oder ArF-Exzimerlaser. 

[0030] Nach der Belichtung wird das Halbleitersubstrat 
einer Nachbelichtungsback-(PEB-)Tatigkeit wahrend 60 
Sekunden oder ahnliches bei einer Temperatur von zum Bei- 

50 spiel 80°C bis 120°C ausgesetzt, wodurch die Auflosung des 
Resists 24 verbessert wird. Der somit belichtete Resist 24 
wird durch die Benutzung einer ungefahr 2,00%-igen bis zu 
einer 2,50%-igen basischen/alkalischen Losung wie Tetra- 
methylamoniumhydroxyd entwickelt. Das Halbleitersub- 

55 strat wird einer Warmebehandlung (PDB) wahrend 60 Se- 
kunden oder ahnliches bei einer Temperatur von zum Bei- 
spiel 100°C bis 130°C ausgesetzt, wie benotigt, wodurch 
das Resistmuster fiir einen Verbindungsgraben gehartet 
wird. Als Resultat wird ein wie in Fig. IE gezeigtes Resist- 

60 muster gebildet. 

[0031] Wie in Fig. IF gezeigt ist, werden die organische 
poly mere Materialschicht 20, die organische Antireflexions- 
schicht 22 und die Isolationsschicht 18 in einer Tatigkeit ge- 
atzt, wahrend das in der wie oben beschriebenen Weise ge- 

65 bildete Resistmuster als eine Maske benutzt wird. Altemativ 
wird zuerst die organische polymere Materialschicht 20 und 
die organische Antireflexionsschicht 22 geatzt. Darauf fol- 
gend kann die Isolationsschicht 18 geatzt werden. Auf jeden 



pit die Atzstopp- 
, die unter der Atz- 



Fall verhindert wahrend der At 
schicht 12 das Atzen der Isolierschi? 
stoppschicht 12 liegt. 
[0032] SchlieBlich werden, wie in Fig. 1G gezeigt ist, die 
Resistschicht 24, die organische polymere Materialschicht 
20 und die organische Antireflexionsschicht 22 entfernt, die 
nach dem Atzen nachgeblieben sind. Als Resultat konnen 
Verbindungsgrabenmuster, in die Verbindungsmaterial ein- 
zubetten ist, und Lochmuster zum elektrischen Verbinden 
der Verbindungen mit der unteren leitenden Schicht 10 in 
den Isolations schichten 14 und 18 gebildet werden. 
[0033] GemaB der ersten Ausfuhrungsform kann ein orga- 
nisches poly meres Material in die Lochmuster bis zu einer 
gleichmaBigen Hone unabhangig von ihrer Dichte eingebet- 
tet werden, indem das Material rnehrere Male aufgebracht 
wird. Daher konnen Verbindungsgrabenmuster gebildet 
werden, in die das Verbindungsmaterial einzubetten ist, und 
Lochmuster zum elektrischen Verbinden der Verbindungen 
und der unteren leitenden Schicht 10 konnen gebildet wer- 
den. 

Zweite Ausfiihrungsform 

[0034] Fig. 2A bis 2G stellen den Querschnittsaufbau von 
Lochmustern da, die in einem Halbleitersubstrat gemaB ei- 
ner zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung 
gebildet sind. In Fig. 2A bis 2G bezeichnen jene Bezugszei- 
chen, die die gleichen sind, wie sie in Fig. 1 A bis 1G gezeigt 
sind, die gleichen Elemente, und daher wird die Wiederho- 
lung ihrer Erlauterung weggelassen. 

[0035] Fig. 2 A ist identisch mit Fig. 1 A, und folglich wird 
ihre Erlauterung weggelassen, 

[0036] Wie in Fig. 2B gezeigt ist, wird zum Einbetten in 
Lochmustern ein organisches polymeres Material auf ein 
Halbleitersubstrat aufgebracht, wodurch eine organische po- 
lymere Materialschicht 30 bevorzugt mit einer Dicke von 
ungefahr 30 nm bis 50 nm gebildet wird. Das organische po- 
lymere Material kann auf ein Halbleitersubstrat mittels der 
Schleuderbeschichtung aufgebracht werden. Das Halbleiter- 
substrat wird einem Backen (Warmebehandlung) wahrend 
60 Sekunden oder ahnliches bei einer Temperatur von zum 
Beispiel 180°C bis 220°C unterworfen, wodurch das L6- 
sungsmittel verdampft, das in der organischen polymeren 
Materialschicht 30 enthalten ist. Wenn das organische poly- 
mere Material schlecht in die Lochmuster eingebettet ist, 
wird das Aufbringen des organischen polymeren Materiales 
weiter rnehrere Male wiederholt, wodurch die Einbettungs- 
eigenschaft des organischen polymeren Materiales verbes- 
sert wird. 

[0037] Eine Pigmentkomponente, die die Wellenlange der 
Belichtungsbestrahlung absorbiert, die bei einem folgenden 
Schritt des Bildens eines Resistmuster durch Photolithogra- 
phic benutzt wird, wird aus dem organischen polymeren 
Material 30 entfernt. Fig. 4 zeigt ein Beispiel einer Pigment- 
komponente; das heiGt eines gemeinsamen Pigmentbeispie- 
les (ein Anthrazenderivat) fur die KrF-Belichtungsstrahlung 
(248 nm). Die Beseitigung einer Pigmentkomponente, die 
die Wellenlange der Belichtungsstrahlung absorbiert, er- 
moglicht eine Zunahme der Atzrate wahrend einer Atztatig- 
keit. 

[0038] Fur Lithographie, die UV-Strahlen als Belich- 
tungsstrahlung benutzt, werden gewohnlich aromatische 
Verbindungen mit einer TC -7C*- Absorbtionseigenschaf t oder 
Verbindungen, die eine funktionale Gruppe auf die Azo-Ba- 
sis oder eine funktionale Karbolgruppe enthalten, wobei die 
Gruppe eine 7C~7l*-Absorbtionseigenschaft aufweisen, ge- 
wohnlich als Pigment benutzt, das in einem organischen An- 
tireflexionsmaterial enthalten ist. Fig. 5 zeigt eine Antirefle- 



xionsfahigkeit relativ zu d^^fcgmentgehalt, worin die ver- 
tikale Achse die Antireflexl^^nigkeit darstellt und die ho- 
rizontale Achse den Pigmentgehalt darstellt. Wie in Fig. 5 
gezeigt ist, ist die Antireflexionsfahigkeit um so hoher, je 

5 hoher der Pigmentgehalt ist. Fig. 6 zeigt die Atzrate relativ 
zu dem Pigmentgehalt, worin die vertikale Achse die Atz- 
rate darstellt und die horizontale Achse den Pigmentgehalt 
darstellt. Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist die Atzrate um so nied- 
riger, je groBer der Pigmentgehalt ist. Die vorangehenden 

to Verbindungen weisen einen groBen Pigmentgehalt auf, folg- 
lich werden sie mit einer niedrigen Rate mittels des Trocke- 
natzens geatzt. Sowohl bei der ersten Ausfiihrungsform oder 
der dritten Ausfuhrungsform, die spater beschrieben wird, 
wird, wenn das Material, das zum Einbetten benutzt wird, 

15 langsam geatzt wird, -das folgende Problem auftreten. 
[0039] Fig. 7 zeigt einen zaunartigen Rest, der eingefuhrt 
wurde, wenn ein organisches Antireflexionsmaterial fur den 
Einbettungszweck benutzt wird. In Fig. 7, das Bezugszei- 
chen 40 bezeichnet Co; das Bezugszeichen 42 bezeichnet ei- 

20 nen Cu-Schutzfilm zum Schiitzen einer Cu-Schicht 40; das 
Bezugszeichen 44 bezeichnet eine Isolationsschicht, die auf 
die Cu-Schutzschicht 42 gelegt ist; das Bezugszeichen 46 
bezeichnet eine Atzstoppschicht, die auf die Isolations- 
schicht 44 gelegt ist; das Bezugszeichen 48 bezeichnet eine 

25 Isolationsschicht, die auf die Atzstoppschicht 46 gelegt ist; 
das Bezugszeichen 50 bezeichnet ein organisches Antirefle- 
xionsmaterial; und das Bezugszeichen 52 bezeichnet einen 
zaunartigen Rest. 

[0040] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wenn ein eingebettetes 
30 Material langsam geatzt wird, trifft die erste Ausfiihrungs- 
form auf das Auftreten des zaunartigen Restes 52 um den 
Umfang eines jeden Loches. Dagegen wird bei der dritten 
Ausfuhrungsform eine eingebettete Schicht fiir sich wah- 
rend des Trockenatzens von Lochern geatzt, wie spater be- 
35 schrieben wird. Aus diesem Grund muB der Resist eines Re- 
sistmusters, das in einer oberen Schicht zu bilden ist, dick 
gebildet werden. 

[0041] Zu diesem Zweck wird das Molekulargewicht des 
organischen polymeren Materiales 30 (Einbettungsmaterial) 

40 verringert, wodurch die Fluiditat des organischen polyme- 
ren Materiales vergroBert wird, wenn das Material durch die 
Warmebehandlung vernetzt wird. Somit wird die Eigen- 
schaft des organischen polymeren Materiales, das in die 
Lochmuster eingebettet wird, verbessert. Weiterhin weist 

45 das Einbettungsmaterial eine Eigenschaft auf, daB es nicht 
in der organischen Antireflexionsschicht 32 geiost wird, die 
nach dem Einbetten des Einbettungsmateriales aufgebracht 
wird. Ein Beispiel eines Einbettungsmateriales wird gebil- 
det durch Auflosen mit einem Losungsmittel auf Acetatbasis 

50 von Acrylpolymer mit einem gewichtsgemitteiten Moleku- 
largewicht von 4000, mit einem Vernetzungsmittel, das ei- 
ner Alkoxylmethylaminogruppe und einen Katalysator auf 
Grundiage von Schwefelsaure enthalt. 
[0042] Wie in Fig. 2C gezeigt ist, wird das organische An- 

55 tireflexionsmaterial iiber die organische polymere Material- 
schicht 30 aufgebracht, wodurch eine organische Antirefle- 
xionsschicht 32 gebildet wird, bevorzugt mit einer Dicke 
von ungefahr 50 nm bis 1500 nm. Die organische Antirefle- 
xionsschicht 32 absorbiert die Wellenlange der Belichtungs- 

60 strahlung, die in dem folgenden Schritt des Bildens eines 
Resistmusters benutzt wird. Wie in dem Fall des organi- 
schen polymeren Materiales 30, das zum Vergraben von 
Lochmustern benutzt wird, kann die organische Antireflexi- 
onsschicht 32 mittels Schleuderbeschichtung oder ahnlicher 

65 Technik aufgebracht werden. Zum Beispiel wird das Halb- 
leitersubstrat einem Backen (einer Warmebehandlung) wah- 
rend ungefahr 60 Sekunden bei einer Temperatur von zum 
Beispiel 180°C bis 220°C unterworfen, wodurch das Lo- 



sungsmittel verdampft, das in den^^^iische Antireflexi- 
onsmaterial enthalten ist. 

[0043] Wie in Fig. 2D gezeigt ist, wird der Resist 24 iiber 
der organische Antireflexionsschicht 32 aufgebracht, bevor- 
zugt mit einer Dicke von ungefahr 500 nm bis 1500 nm. Der 
Resist 24 kann mittels einer Schleuderbeschichtung oder ei- 
ner ahnlichen Technik aufgebracht werden. Das Halbleiter- 
substrat wird zum Beispiel einem Backen (einer Warmebe- 
handlung) bei einer Ternperatur von zum Beispiel 80°C bis 
150°C ausgesetzt, wodurch das Losungsmittel verdampft, 
das in dem Resist 24 enthalten ist. 

[0044] Als nachstes wird zum Bilden eines Resistmusters 
fiir einen Verbindungsgraben das Halbleitersubstrat belich- 
tet unter Benutzung einer Lichtquelle, deren Weilenlange 
der Weilenlange entspricht, bei der der Resist empfindlich 
ist, z. B. I-Linien, ein KrF-Exzimerlaser oder ArF-Exzimer- 
laser. 

[0045] Nach der Belichtung des Resists 24 wird das Halb- 
leitersubstrat einem Backen nach der Belichtung (PEB) 
wahrend 60 Sekunden oder so bei einer Ternperatur von zum 
Beispiel 80°C bis 120°C unterworfen, wodurch die Auflo- 
sung des Resists 24 verbessert wird. Das so belichtete Resist 
24 wird durch die Benutzung einer ungefahr 2,00%-igen bis 
2,50%-igen alkalischen Losung (Laugenbad), wie Tetrame- 
thylamoniumhydroxyd (TMAH) entwickelt. Das Halbleiter- 
substrat wird einer Warmebehandlung (PDB) wahrend 60 
Sekunden oder ahnliches bei einer Ternperatur von zum Bei- 
spiel 100°C bis 130°C ausgesetzt wie es gewiinscht wird un- 
terworfen, wodurch das Resistmuster fiir einen Verbin- 
dungsgraben gehartet wird. Als Resultat wird ein Resistmu- 
ster gebildet, wie in Fig. 2E gezeigt ist. 
[0046] Wie in Fig. 2F gezeigt ist, werden die organische 
Antireflexionsmaterialschicht 32, die auf die obige Weise 
gebildet ist, organische polymere Materialschicht 30, die 
zum Einbetten von Lochmustern benutzt wird, und die Iso- 
lationsschicht 18 in einer einzelnen Tatigkeit geatzt. Alter- 
nativ werden die organische Antireflexionsschicht 32 und 
die organische polymere Materialschicht 30, die zum Ein- 
betten der Lochmuster benutzt wird, zuerst geatzt. Darauf 
folgend kann die Isolationsschicht 18 geatzt werden. Da 
eine Pigmentkomponente aus dem organischen polymeren 
Material 30 eliminiert ist, das zum Einbetten benutzt wird, 
wird das organische polymere Material 30 schnell geatzt. 
Folglich wird die Hone eines eingebetteten Materiales so 
gesteuert, daB sie niedriger als die Atzstoppschicht 16 wird. 
Zu der Zeit der Atztatigkeit verhindert das Vorhandensein 
der Atzstoppschicht 12 das Atzen der Isolationsschicht 14, 
die unter der Atzstoppschicht 12 liegt. 
[0047] SchlieBlich werden, wie in Fig. 2G gezeigt ist, die 
Resistschicht 24, die organische Antireflexionsschicht 32 
und die organische polymere Materialschicht 30, die zum 
Einbetten benutzt wurde, die nach dem Atzen nachgeblieben 
sind, entfernt. Als Resultat konnen Verbindungsgrabenmu- 
ster, in die Verbindungsmaterial einzubetten ist, und Loch- 
muster zum elektrischen Verbinden der Verbindungen mit 
der unteren leitenden Schicht 10 in den Isolationsschichten 
14 und 18 gebildet werden. 

[0048] GemaB der zweiten Ausfiihrungsform ist die orga- 
nische polymere Materialschicht 30, die zum Einbetten der 
Lochmuster zu benutzten ist und aus der die Pigmentkom- 
ponente entfernt worden ist, so gebildet, daB die Atzrate der 
organischen polymeren Schicht 30 vergroBert ist. Mittels 
des Anlegens der organischen Antireflexionsmaterialschicht 
32 iiber der organischen polymeren Materialschicht 30 kann 
eine Schicht gleichformiger Hohe durch mehrere Stufen ge- 
bildet werden. Folglich wird ein Verbindungsgrabenmuster 
gebildet, das zum Einbetten von Verbindungsmaterial be- 
nutzt wird, und Lochmuster konnen gebildet werden zum 



elektrischen Verbinden d< 
tenden Schicht 10. 
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indung und der unteren lei- 



Dritte Ausfiihrungsform 

5 

[0049] Fig. 3 A bis 3D stellen den Querschnittsaufbau von 
entsprechenden Lochmustern dar, die in einem Halbleiter- 
substrat gemaB einer dritten Ausfiihrungsform der vorlie- 
genden Erfindung gebildet werden. In Fig. 3A bis 3G be- 
lt) zeichnen jene Bezugszeichen, die die gleichen sind, wie sie 
in Fig. 1A bis 1G gezeigt sind, die gleichen Elemente, und 
folglich wird ihre Eriauterung hier nicht wiederholt. 
[0050] Wie in Fig. 3 A gezeigt ist, werden im Gegensatz 
zu den Lochmustern, die in den Halbleitersubstraten gebil- 

15 det werden, wie in Zusammenhang mit der ersten und zwei- 
ten Ausfiihrungsform beschrieben wurde, keine Lochmuster 
in dem Halbleitersubstrat gebildet, das in der dritten Aus- 
fiihrungsform verwendet wird. Wie in Fig. 3B gezeigt ist, 
wird eine organische polymere Einbettungsmaterialschicht 

20 20 bevorzugt mit einer Dicke von 50 nm bis 1500 nm durch 
Aufbringen von organischem polymeren Einbettungsmate- 
rial iiber der Isolationsschicht 18 mehrere Male gebildet. 
Die organische polymere Materialschicht 20 kann durch 
Schleuderbeschichten oder eine ahnliche Technik aufge- 

25 bracht werden. Das Halbleitersubstrat wird einem Backen 
(Warmebehandlung) wahrend 60 Sekunden oder derglei- 
chen bei einer Ternperatur von zum Beispiel 180°C bis 
220°C unterworfen, wodurch das Losungsmittel verdampft, 
das in dem organischen polymeren Material enthalten ist. 

30 Als nachstes wird der Resist 24 auf der organischen polyme- 
ren Materialschicht 20 bevorzugt mit einer Dicke von unge- 
fahr 500 nm bis 1500 nm aufgebracht. Der Resist 24 kann 
mittels Schleuderbeschichtung oder ahnlicher Technik auf- 
gebracht werden. Das Halbleitersubstrat wird einem Backen 

35 (Warmebehandlung) bei einer Ternperatur von zum Beispiel 
80°C bis 150°C unterworfen, wodurch das in dem Resist 24 
enthaltene Losungsmittel verdampft wird. 
[0051] Zum Bilden eines Resistmusters fiir einen Verbin- 
dungsgraben wird das Halbleitersubstrat durch die Benut- 

40 zung einer Lichtquelle, deren Weilenlange einer Weilen- 
lange entspricht, bei der der Resist empfindlich ist, z. B. I- 
Linien, einem KrF-Exzimerlaser oder einem ArF-Exzimer- 
laser belichtet. 

[0052] Nach dem Belichten des Resists 24 wird das Halb- 
45 leitersubstrat einem Backen nach der Belichtung (PEB) 
wahrend 60 Sekunden oder dergleichen bei einer Ternpera- 
tur von zum Beispiel 80°C bis 120°C unterworfen, wodurch 
die Aufiosung des Resists 24 verbessert wird. Der so belich- 
tete Resist 24 wird entwickelt unter Benutzung einer unge- 
50 fahr 2,00%-igen bis 2,50%-igen alkalischen Losung wie 
Tetramethyiamoniumhydroxid (TMAH). Das Halbleiter- 
substrat wird einer Warmebehandlung (PDB) wahrend 60 
Sekunden oder ahnlichem bei einer Ternperatur von zum 
Beispiel 100°C bis 130°C wie gewiinscht unterworfen, wo- 
55 durch das Resistmuster fiir einen Verbindungsgraben gehar- 
tet wird. Als Resultat wird ein Resistmuster gebildet, wie in 
Fig. 3C gezeigt ist. 

[0053] Wie in Fig. 3D gezeigt ist, wird die Isolations- 
schicht 18 geatzt, wahrend das gemaB dem vorangehenden 

60 Verfahren gebildete Resistmuster als Maske benutzt wird. 
Zu dieser Zeit verhindert das Vorhandensein der Atzstopp- 
schicht 16 das Atzen der Isolierschicht 14, die unter der Atz- 
stoppschicht 16 liegt. Darauf folgend werden der verblei- 
bende Resist 24 und die organische polymere Material- 

65 schicht 20 entfernt. Auf diese Weise kann ein Verbindungs- 
grabenmuster, das mit einem Einbettungsmaterial zu vergra- 
ben ist, in der Isolationsschicht 18 gebildet werden. Wie in 
Fig. 3E gezeigt ist, wird zum Einbetten in Verbindungsgra- 
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benmuster ein organisches Polymei^^kial auf das Halblei- 
tersubstrat aufgebracht, wodurch el^^^anische Polyrner- 
materialschicht 30 bevorzugt in einer Dicke von ungefahr 
30 nm bis 50 nm gebildet wird. Das organische Polymerma- 
terial 30 kann oder auch nicht die Wellenlange der Beiich- 5 
tungsstrahlung absorbieren, die bei dem folgenden Schritt 
des Bildens eines Resistmusters benulzt wird. Das organi- 
sche Polymermaterial 30 kann auf das Halbleitersubstrat 
mittels Schleuderbeschichtung aufgebracht werden. Das 
Halbleitersubstrat wird einem Backen (Warmebehandiung) io 
wahrend 60 Sekunden oder ahnlichem bei einer Temperatur 
von zum Beispiel 180°C bis 220°C unterworfen, so daB das 
Losungsmittel verdampft wird, das in der organischen poly- 
meren Materialschicht 30 enthalten ist. Wenn das organi- 
sche polymere Material schlecht in die Lochmuster einge- 15 
bettet worden ist, wird das Anbringen des organischen poly- 
meren Materiales weiter mehrere Male wiederholt, so daB 
die Einbettungseigenschaft des organischen polymeren Ma- 
teriales verbessert wird. 

[0054] Organisches Antireflexionsmaterial wird uber der 20 
organischen polymeren Materialschicht 30 aufgebracht, so 
daB die organische Antireflexionsschicht 22 bevorzugt mit 
einer Dicke von ungefahr 50 nm bis 1500 nm gebildet wird. 
Die organische Antireflexionsschicht 32 absorbiert die Wel- 
lenlange der Belichtungsstrahlung, die in dem folgenden 25 
Schritt des Bildens eines Resistmusters benutzt wird. Die or- 
ganische Antireflexionsschicht 22 absorbiert die Wellen- 
lange der Belichtungsstrahlung, die in einem folgenden 
Schritt des Bildens eines Resistmusters benutzt wird. Wie in 
dem Fall des organischen polymeren Materiales 30, das zum 30 
Vergraben von Lochmustern benutzt wird, kann die organi- 
sche Antireflexionsschicht 22 aufgebracht werden durch 
Schleuderbeschichtung oder eine ahnliche Technik. Das 
Halbleitersubstrat wird einem Backen (Warmebehandiung) 
wahrend ungefahr 60 Sekunden bei einer Temperatur von 35 
zum Beispiel 180°C bis 220°C unterworfen, wodurch das in 
dem organischen Antireflexionsmaterial enthaltene Lo- 
sungsmittel verdampft wird. 

[0055] Als nachstes wird der Resist 24 uber der organi- 
schen Antireflexionsschicht 22 bevorzugt mit einer Dicke 40 
von ungefahr 500 nm bis 1500 nm aufgebracht. Der Resist 
24 kann durch Schleuderbeschichten oder eine ahnliche 
Technik aufgebracht werden. Das Halbleitersubstrat wird ei- 
nem Backen (Warmebehandiung) bei einer Temperatur von 
zum Beispiel 80°C bis 150°C unterworfen, wodurch das in 45 
dem Resist 24 enthaltene Losungsmittel verdampft wird. 
[0056] Als nachstes wird zum Bilden eines Resistmusters 
fiir einen Verbindungsgraben das Halbleitersubstrat belich- 
tet unter Benutzung einer Lichtquelle, deren Wellenlange 
der Wellenlange entspricht, fur die der Resist empfindlich 50 
ist, z. B. I-Linien, ein KrF-Exzimerlaser oder ArF-Exzimer- 
laser. 

[0057] Nach der Belichtung des Resists 24 wird das Halb- 
leitersubstrat einem Backen nach der Belichtung (PEB) 
wahrend 60 Sekunden oder ahnlichem bei einer Temperatur 55 
von zum Beispiel 80°C bis 120°C unterworfen, wodurch die 
Auflosung des Resists 24 verbessert wird. Der so belichtete 
Resist 24 wird unter Benutzung einer ungefahr 2,00%-igen 
bis 2,50%-igen alkalischen Losung entwickelt, wie Tetra- 
methylamoniumhydroxid (TMAH). Das Halbleitersubstrat 60 
wird einer Warmebehandiung (PDB) wahrend 60 Sekunden 
oder ahnlichem bei einer Temperatur von zum Beispiel 
100°C bis 130°C unterworfen, wie es noug ist, wodurch das 
Resistmuster fur einen Verbindungsgraben gehartet wird. 
[0058] Wie in Fig. 3F gezeigt ist, wird die Isolations- 65 
schicht 18 geatzt, wahrend das Resistmuster, das auf die 
obige Weise gebildet wurde, als Maske benutzt wird. Zu die- 
ser Zeit dient das Einbettungsmaterial 30 als eine zu atzende 



Schicht. Wenn das Einbe^^^material 30 keine Pigment- 

komponente enthalt, die ^Prellenlange der belichtenden 
Strahiung absorbiert, wird das Einbettungsmaterial 30 vor- 
teiihafterweise schneller geatzt. Darauf folgend werden der 
verbleibende Resist 24 und die verbleibende organische An- 
tireflexionsschicht 22 entfernt. 

[0059] Wie in Fig. 3G gezeigt ist, konnen Verbindungs- 
grabenmuster, in die Verbindungsmaterial einzubetten ist, 
und Lochmuster zum elektrischen Verbinden der Verbindun- 
gen mit der unteren leitenden Schicht 10 in den Isolations- 
schichten 14 und 18 gebildet werden. 
[0060] GemaB der dritten Ausfuhrungsform werden Ver- 
bindungsgraben, die keine Uberlegungen zum Einbetten 
von Lochmustern benotigen, zuerst gebildet. Als Resultat 
konnen die Verbindungsgrabenmuster gebildet werden, die 
mit Verbindungsmaterial einzubetten sind, und Lochmuster 
zum elektrischen Verbinden der Verbindungen mit einer un- 
teren leitenden Schicht konnen gebildet werden. 
[0061] Wie oben erwahnt wurde, kann gemaB dem Her- 
stellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung, dem bei die- 
sem Verfahren benutzten Einbettungsmaterial und der Halb- 
leitervorrichtung, die sich alle auf die vorliegende Erfindung 
beziehen, organisches polymeres Material in Lochmuster zu 
einer gleichmaBigen Hone unabhangig von der Dichte der 
Lochmuster eingebettet werden, indem das organische poly- 
mere Material mehrere Male auf die Lochmuster angewen- 
det wird. Als Resultat konnen Verbindungsgrabenmuster ge- 
bildet werden, in die Verbindungsmaterial einzubetten ist, 
und Lochmuster konnen gebildet werden zum elektrischen 
Verbinden der Verbindungen mit einer unteren leitenden 
Schicht. Die vorliegende Erfindung kann ein Herstellungs- 
verfahren einer Halbleitervorrichtung durch die Benutzung 
eines organischen polymeren Materiales vorsehen, wobei 
das Material eine iiberlegenere Einbettungseigenschaft auf- 
weist, das das Einbetten des Einbettungsmateriales zu einer 
gleichforrnigen Hone ermdglicht ohne Riicksicht auf die 
Dichte der Lochmuster, und das eine hohere Atzrate reali- 
siert. Die Erfindung sieht ebenfalls das Einbettungsmaterial 
zur Benutzung mit diesem Verfahren vor. SchlieBlich sieht 
die Erfindung die zugehorige Halbleitervorrichtung vor. 
[0062] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung kann der Beschichtungsschritt die Schritte des 
Beschichtens mit einem organischen polymeren Einbet- 
tungsmaterial, das gleichforrnigen Einbetten in die Lochmu- 
ster benutzt wird, und Beschichten mit einer organischen 
Antireflexionsschicht, die die Wellenlange der belichtenden 
Strahiung absorbiert, die bei dem Schritt der Lochmusterbil- 
dung benutzt wird, aufweisen. Der Schritt des Atzens ent- 
halt das Atzen der organischen Antireflexionsschicht, der 
organischen polymeren Einbettungsmaterialschicht und der 
Isolierschicht, wahrend das Resistmuster als Maske genom- 
men wird. Der Schritt des Entfernens enthalt das Entfernen 
des Resists, der organischen Antireflexionsschicht und des 
organischen polymeren Einbettungsmateriales, die bei dem 
Atzschritt iibrig geblieben sind. 

[0063] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung kann der Schritt des Beschichtens mit dem orga- 
nischen polymeren Einbettungsmaterial organisches poly- 
meres Material verwenden, das keine aromatischen Verbin- 
dungen enthalt. 

[0064] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung kann bei dem Schritt des Beschichtens mit dem 
organischen polymeren Einbettungsmaterial, nachdem es 
durch Schleuderbeschichten aufgebracht ist, das organische 
polymere Material mehrere Male gebacken werden. 
[0065] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung braucht das organische polymere Material, das 
in dem Schritt des Beschichtens mit dem organischen poly- 
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meren Einbettungsmaterial benutzt ^^kri 



icht in der organi- 
'rden, es kann aber 



schen Antireflexionsschicht gelost ) 
auch gelost werden. 
[0066] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 
vorrichtung kann das organische polymere Material, das in 5 
dem Schritt des Beschichtens mit dem organischen polyme- 
ren Einbettungsmaterial benutzt wird, eine hohe Fluiditat 
annehmen, wenn es durch die Warmebehandlung vemetzt 
wird, und es weist ein niedriges Molekulargewicht auf. 
[0067] Bei dem Herstellungsverfahren einer Halbleiter- 10 
vorrichtung kann das organische polymere Material, das in 
dem Schritt des Beschichtens mit dem organischen polyme- 
ren Einbettungsmaterial benutzt wird, eine hohe warmeaus- 
hartende Temperatur aufweisen. 

[0068] Bei dem organischen polymeren Einbettungsmate- 15 
rial kann das organische polymere Einbettungsmaterial eine 
hohe Fluiditat annehmen, wenn es durch die Warmebehand- 
lung vemetzt wird, und es weist ein niedriges Molekularge- 
wicht auf. 

[0069] Bei dem organischen polymeren Einbettungsmate- 20 
rial weist das organische polymere Einbettungsmaterial eine 
hohe Temperatur zum Warmeausharten auf. 
[0070] Die Offenbarung der japanischen Patentanmel- 
dung 2000-181 359, die am 16. Juni 2000 eingereicht 
wurde, einschlieBlich ihrer Beschreibung, Anspriiche, 25 
Zeichnungen und Zusammenfassung wird hierin in ihrer 
Gesamtheit durch Bezugnahme eingefiigt. 



Patentanspriiche 



30 



1. Herstellungsverfahren einer Halbieitervorrichtung 
mit den Schritten: 

Bilden von Lochmustern in einer Isolationsschicht (14, 
18), die zwischen einer oberen leitenden Schicht und 
einer unteren leitenden Schicht (10) eingeschlossen ist, 35 
zum elektrischen Verbinden der oberen leitenden 
Schicht und der unteren leitenden Schicht (10); 
Beschichten durch mehrmaliges Aufbringen eines or- 
ganischen polymeren Materiales (20), das zum gleich- 
forrnigen Einbetten in das Lochmuster benutzt wird; 40 
Beschichten mit einem Resist (24) uber der organi- 
schen polymeren Einbettungsmateriaischicht (20); 
Resistmusterbildung eines Resistmusters, das zum Ein- 
betten von Verbindungsgraben mit Verbindungsmate- 
rial in dem Resist (24) durch Belichten benutzt wird; 45 
Atzen der organischen polymeren Einbettungsschicht 
(20) und der Isolationsschicht (14, 18) mit einer vorbe- 
stimmten Anzahl von Malen, wahrend das Resistmu- 
ster als Maske genommen wird; und 
Entfernen des Resistes (24) und des organischen poly- 50 
meren Einbettungsmateriales (20), die in dem Schritt 
des Atzen s nachgelassen worden sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt des 
Beschichtens die Schritte aufweist: 

Beschichten mit einem organischen polymeren Einbet- 55 
tungsmaterial (30), das zum gleichforrnigen Einbetten 
in die Lochmuster benutzt wird; und 
Beschichten mit einer organischen Antireflexions- 
schicht (32), die die Wellenlange von Belichten der 
Strahlung absorbiert, die bei dem Schritt der Resistmu- 60 
sterbildung benutzt wird. 

3. Herstellungsverfahren einer Halbieitervorrichtung 
mit den Schritten: 

Lochmusterbildung von Lochmustern in einer Isolati- 
onsschicht (14, 18), die zwischen einer oberen leiten- 65 
den Schicht und einer unteren leitenden Schicht (10) 
eingeschlossen ist, zum elektrischen Verbinden der 
oberen leitenden Schicht und der unteren leitenden 
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Schicht (10); 

organische polymere ^^Plttungsmaterialbeschichtung 

mit einem organischen polymeren Einbettungsmaterial 
(20), das zum gleichforrnigen Einbetten in die Loch- 
muster benutzt wird; 

Beschichten mit einer organischen Antireflexions- 
schicht (22) uber der organischen polymeren Einbet- 
tungsmateriaischicht (20); 

Beschichten mit einem Resist (24) uber der organi- 
schen Antireflexionsschicht (22); 
Beschichten mit einem Resistmuster, das zum Einbet- 
ten in Verbindungsgraben mit Einbettungsmaterial be- 
nutzt wird, auf dem Resist (24) durch Belichten; 
Atzens der organischen Antireflexionsschicht (22), der 
organischen polymeren Einbettungsmateriaischicht 
(20) und der Isolationsschicht (14, 18) eine vorbe- 
stimmte Zahl von Malen, wahrend das Resistmuster als 
Maske genommen wird; und 

Entfernen des Resists (24), der organischen Antirefle- 
xionsschicht (22) und des organischen polymeren Ein- 
bettungsmateriales (20), die in dem Schritt des Atzens 
tibrig geblieben sind, worm das organische polymere 
Einbettungsmaterial (20) nicht die Wellenlange der be- 
lichtenden Strahlung absorbiert, die zur Zeit der Bil- 
dung des Resistmusters benutzt wird, und die organi- 
sche Antireflexionsschicht (22) die Wellenlange der 
Belichtungsstrahlung absorbiert. 

4. Herstellungsverfahren einer Halbieitervorrichtung 
mit den Schritten: 

Beschichten einer Isolationsschicht (14, 18), die auf 
eine untere leitende Schicht (10) gelegt ist, mit einem 
Resist (24); 

Bilden auf dem Resist (24) durch Belichten eines Re- 
sistmusters fur Verbindungsgraben; 
Bilden des Verbindungsgrabenmusters in der Isolati- 
onsschicht (14, 18) durch Atzen der Isolationsschicht, 
wahrend das Resistmuster als Maske genommen wird; 
Beschichten durch mehrmaliges Aufbringen eines or- 
ganischen polymeren Einbettungsmateriales (20), das 
zum gleichforrnigen Einbetten in die Lochmuster be- 
nutzt wird; 

Beschichten eines Resists (24) uber der organischen 
polymeren Einbettungsmateriaischicht (20); 
Lochmusterbildung von Lochmustern in dem Resist 
(24) durch Belichtung, wobei die Lochmuster in der 
Isolationsschicht (14, 18) gebildet werden, die zwi- 
schen einer oberen leitenden Schicht und einer unteren 
leitenden Schicht (10) eingeschlossen wird, zum elek- 
trischen Verbinden der oberen leitenden Schicht und 
der unteren leitenden Schicht (10); 
Atzen der organischen polymeren Einbettungsmateri- 
aischicht (20) und der Isolationsschicht (14, 18), wah- 
rend die Lochmuster als Maske benutzt werden; und 
Entfernung des Resists (24) und des organischen poly- 
meren Einbettungsmateriales (20), die in dem Atz- 
schritt verblieben sind. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der Beschich- 
tungsschritt die Schritte aufweist: 

Beschichten mit einem organischen polymeren Einbet- 
tungsmaterial (30), das zum gleichforrnigen Einbetten 
in die Lochmuster benutzt wird; und 
Beschichten mit einer organischen Antireflexions- 
schicht (32), die die Wellenlange der belichtenden 
Strahlung absorbiert, die bei dem Schritt der Lochmu- 
sterbildung zu benutzten ist, 

worin der Schritt des Atzens das Atzen der organischen 
Antireflexionsschicht (32), der organischen polymeren 
Einbettungsmateriaischicht (30) und der Isolations- 
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schicht (14, 18) beinhaltet, wi 




das Resistmuster 



als Maske genommen wird, ur^^^ 
der Schritt des Entfernens das Entfernen des Resists 
(24), der organischen Antireflexionsschicht (32) und 
des organischen polymeren Einbettungsmateriales (30) 5 
enthalt, die bei dem Atzschritt iibrig gelassen sind. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei 
dem der Schritt des Beschichtens mit dem organischen 
polymeren Einbettungs material (20) organisches poly- 
meres Material verwendet, das keine aromatischen to 
Verbindungen enthalt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem in dem Schritt des Beschichtens mit dem organi- 
schen polymeren Einbettungsmaterial (20) nach dem 
Aufbringen durch Schleuderbeschichten das organi- 15 
sche polymere Material eine Mehrzahl von Malen ge- 
backen wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, bei 
dem das organische polymere Material (20), das in dem 
Schritt des Beschichtens mit dem organischen poiyme- 20 
ren Einbettungsmaterial benutzt wird, nicht in der orga- 
nischen Antireflexionsschicht gelost wird und nicht die 
organische Antireflexionsschicht lost. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, bei 
dem das organische polymere Material (20), das in dem 25 
Schritt des Beschichtens mit dem organischen polyme- 
ren Einbettungsmaterial benutzt wird, eine hohe Fluidi- 
tat/FlieBvermogen annimmt, wenn es durch eine War- 
mebehandlung vernetzt wird, und ein niedriges Mole- 
kulargewicht aufweist. 30 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei 
dem das organische polymere Material (20), das in dem 
Schritt des Beschichtens mit dem organischen polyme- 
ren Einbettungsmaterial benutzt wird, eine hohe war- 
meaushartende Temperatur aufweist. 35 

11. Organisches polymeres Einbettungsmaterial zur 
Benutzung in dem Herstellungsverfahren einer Halb- 
leitervorrichtung, wie es in einem der Anspruche 1 bis 
10 beansprucht wird, bei dem das Material nicht die 
Wellenlange von belichtender Strahlung absorbiert, die 40 
zur Zeit der Bildung des Resistmusters benutzt wird, 
und nicht die organische Antireflexionsschicht lost und 
nicht darin gelost wird. 

12. Material nach Anspruch 11, bei dem das organi- 
sche polymere Einbettungsmaterial eine hohe Fluiditat 45 
annimmt, wenn es durch Warmebehandlung vernetzt 
wird, und ein niedriges Molekulargewicht aufweist. 

13. Material nach Anspruch 11 oder 12, bei dem das 
organische polymere Einbettungsmaterial eine hohe 
warmeaushartende Temperatur aufweist. 50 

14. Halbleitervorrichtung, die durch das Herstellungs- 
verfahren einer Halbleitervorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 10 herstellbar ist. 
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